EGucwo

Datovy list Cipu EG8025

Cisté vyhrazeny sinusovy invertorovy &ip

2019 © Yijing Microelectronics Co., Ltd. VSechna prava vyhrazena REV1.3 1/40




Machine Translated by Google

‘1 ~
4 , Yi Jing Microelectronics Co., Ltd. Manual dat ¢ipu EG8025 V1.3

Cisté vyhrazeny sinusovy invertorovy &ip

Historie zmén verze

Cislo verze pgpis data

V1.0 12. fijna 2019 Prvni navrh datpvého listu EG8025.

V1.1 10. prosince 2019 1. Zruste vestavény pull-up rezistor v popisu pinu.
2. Aktualizujte typické aplika¢ni schéma zékladni desky 12V/1KW ménice.

3. Aktualizujte schéma desky ovladace zadniho ménice EG8025.

V1.2 12. prosince 2019 1. Aktualizoyéno schéma desky ovladace ménice zadniho stupné EG8025.

V1.3 7.dubna 2022 1. Pridejte datd souvisejici s balenim QFN70

2019 © Yijing Microelectronics Co., Ltd. VSechna prava vyhrazena
www.EGmicro.com
2/40 _ _


http://www.egmicro.com/

Machine Translated by Google

Yi Jing Microelectronics Co., Ltd.
2 , Jing

Obsah
1.

2.

6. Typicky aplika¢ni obvod

10. Vicestrojova aplikace

Manual dat Cipu EG8025 V1.3

Obsah

Cist& vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip

Vlastnosti

popsat

Oblasti pouZiti

Spendliky

4.1 Definice pind LQFP80

4.2 Definice pint QFN70

4.3 Popis pinu

Schéma struktury

12

5.1 Vnitini blokové schéma EG8025

12

5.2 Blokové schéma invertorového systému

13

6.1 Schéma aplikace balicku EG8025 LQFP80

6.2 Schéma aplikace baliku EG8025 QFN70

6.3 12V vstup, 220V vystup 1KW invertor zakladni deska schéma aplikace

........ 15

6.4 Vstup 24V, vystup 220V Schéma aplikace zakladni desky 1TKW ménice

15

6.5 48V vstup, 220V vystup 1KW invertorové zakladni deska schéma aplikace

........ 16

6.6 Schematické schéma 12V vstupni desky zesilovace pfedniho stupné

6.7 Schematicky diagram 24V/48V vstupni desky zesilovace pfedniho stupné

Elektrické vlastnosti

7.1 Mezni parametry

7.2 Typické parametry

Design aplikace

....... dvacet jedna

8.1 Metoda modulace PWM

dvacet jedna

8.2 Zpétna vazba vystupniho napéti.

.. dvacet jedna

8.3 Zpétna vazba vystupniho proudu

.. dvacet tfi

8.4 Teplotni zpétna vazba

........ dvacet Ctyfi

8.5 Zpétna vazba napéti stejnosmérné sbérnice

dvacet Ctyfi

8.6 Mrtvy cas

25

8.7 Vyménné ovladani levého a pravého mostniho ramene H-mostu

26

Ochranna funkce

28

9.1 Ochrana proti pretiZeni vystupu

28

9.2 Vystupni nadproudova ochrana

28

9.3 Pfepétova a podpétova ochrana stejnosmérné sbérnice

28

9.4 Ochrana proti prehrati desky plodnych spoji

28

9.5 Ochrana proti prehrati vykonové trubky.

28

9.6 Ochrana proti zkratu

28

9.7 Spickovy proud elektronky MOS

29

30

10.1 Schematické schéma paralelniho provozu jednofazového ménice

30

10.2 Schematické schéma tfifazového ctyrvodicového ménice

31

2019 © Yijing Microelectronics Co., Ltd. VSechna prava vyhrazena

www.EGmicro.com

3/40 _ _


http://www.egmicro.com/

Machine Translated by Google

Yi Jing Microelectronics Co., Ltd.
2 , Jing

Manual dat Cipu EG8025 V1.3

11. ZkuSebni rezim

Cisté vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip

12. Komunikacni funkce (UART) .........

........... . 33

12.1 Popis sériového portu

....... 33

12.2 Funkce APP..

........... . . 33

12.2.1 Odesilani zprav APP....

..... ...33

12.2.2 Pfijem zprav APP

34

12.3 Funkce CFG

12.3.1 Zpréava pozadavku CFG

12.3.2 Zprava s odpovédi CFG.......
12.3.3 0x22 Service-Read DID .......cccccovruerereneneneneereerenenees oo

12.3.4 Ox2E Service-Write DID...
12.3.5 Ox2F Service-IO Control

........ 39

13. Velikost baleni.........

....... . 40

13.1 LQFPSO0..

.40

13.2

40

QFN70

2019 © Yijing Microelectronics Co., Ltd. VSechna prava vyhrazena
www.EGmicro.com

4/40 _ _


http://www.egmicro.com/

Machine Translated by Google

4N
I‘J , Yi Jing Microelectronics Co., Ltd. Manual dat Cipu EG8025 V1.3

Cisté vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip
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1. Vlastnosti

Pouziva proudovy rezim, metodu modulace PWM zarovnanou na stfed, mize prenaset indukéni a kapacitni zatéz
Frekvence nosice SPWM je 20 kHz, vhodné pro pouZziti vysoce vykonnych MOS elektronek a IGBT elektronek
Integrované dvé 600V polomUstkové vysokonapétové MOS elektronky ménice s budici kapacitou +2A
Integrované Ctyfi nezavislé obvody pro ochranu $pickového proudu MOS elektronek a vestavéné ctyfi komparatory referencniho zdroje 200 mV pro uZivatele k nastaveni hodnot
ochrany Integrované Ctyfi vysokorychlostni operacni zesilovace a jeden vysokorychlostni komparéator , dva operacni zesilovace pro AC proudovy zesilovac, jeden operacni zesilovac pro AC vystupni napéti
Zpétna vazba, jeden operacni zesilovac se pouZiva pro ochranu proti zkratu a jeden komparator se
pouzivé pro ochranu omezujici proud  Vystupni napéti a vystupni proud jsou zpracovavany v realném case pro kazdy
cyklus PWM, coZ umoZziiuje pFesné sledovani  Integrovany vystup signalu synchronniho prdchodu nulou a nastavitelny 0 stupné/120 stupriti sledovani faze, realizujici funkci
tfifazového invertoru
prostrednictvim kaskadovani
Podporuje vicestrojové aplikace  Funkce
konfigurovatelné koliky: ~ Ovladani vymény levého a pravého ramena mlstku H ~ Volitelna
konfigurace 4 druhl mrtvého €asu: 300 nS, 500 nS, 1uS, 1,5uS 2 pevné sinusové
frekvence volitelné konfigurace: 50 Hz,

60 Hz  Zapinani a vypinani mékkého
rozbéhu  Funkce ochrany ménice:  Ochrana DC sbérnice
proti pfepéti a podpéti
Ochrana vystupu proti pretizeni
PC  Ochrana proti pretizeni PC  Vystup teplotni ochrana
a ochrana proti prehrati IGBT

Ochrana proti zkratu na vystupu  Sériova

komunikace mizZe nastavit parametry:  50Hz
Cista sinusovka pevnd frekvence  60Hz Cista
sinusovka pevna frekvence
AC vystupni napéti
Hodnota teplotni ochrany
Jmenovity vykon Hodnota
Jmenovity hodnota

proudové ochrany  Reset poruchy
Citelné parametry sériové
komunikace:  Vystupni napéti
stfidavého proudu  Vystupni
frekvence st¥idavého proudu

Vystupni vykon stfidavého

proudu  Vystupni stfidavy proud  Napéti stejnosmérné sbérnice  Kéd poruchy
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2.Popis

EG8025 je integrovany obvod, ktery vyuziva aktualni rezim, metodu PWM modulace zarovnané na stfed a vestavéné dva 600V polomustkové vysokonapétové MOS ménice.
Digitalné-analogovy kombinovany €ip, uréeny pro invertorové produkty.
Cip vyuziva technologii CMOS a hlavnimi internimi moduly jsou sinusovy generator SPWM, Fidici obvod mrtvého Zasu, vicekandlovd zpétnd vazba a ochrana
obvod zpracovani, modul sériové komunikace UART a dalsi funkce.
Cip je zabalen v LQFP80 a QFN70 a vyzaduje pouze maly pocet perifernich komponent k dosazeni miry zkreslenf tvaru viny bez zatizeni mensi nez 1,5 %.
Mira zkresleni tvaru viny pfi plném zatiZeni je men3i nez 3 % a vlastnosti vysoce pfesného vystupniho napéti mohou spliiovat pozadavky na tvar viny v primyslu stfidacu.
Integruje dva polomUstkové vysokonapétové MOS budice 600 V. Vystupni proud budice je +/-2 A. Ma EtyFi vestavéné nezavislé PWM spinace cykl po cyklu.
Ochrana proti vypnuti miiZe G¢inn& zabranit poskozeni MOS v dusledku nadmérného 3pi¢kového proudu za extrémnich okolnosti. Kromé toho jsou k dispozici dva kanaly SD, jmenovité SD1 a SD2.SD1 je vypinaci kolik po

cyklu Fidi¢e 1 HO1 a LO1 a SD2 je vypinaci kolik po cyklu u ovladace 2 HO2 a LO2. Kombinaci funkci MCU a SD lze realizovat funkci ochrany proti zkratu ménice.

EG8025 ma vestavéné komplexni ochranné funkce, které poskytuji ochranu proti pfepéti a podpéti stejnosmérné sbérnice, ochranu proti podpéti AC vystupu a alarm pretizeni.
prompt, indikace ochrany proti pretizeni, indikace nadproudové ochrany, indikace ochrany proti prehfati a indikace ochrany proti zkratu atd.

EGB8025 ma vestavénou komunikaéni funkci UART sériového portu.UZivatelé mohou nastavovat konfiguraéni parametry a resetovat funkce pres sériovy port, mohou takeé €ist provozni stav ménice a souvisejici data
pres sériovy port.

EG8025 podporuje funkci tfifdzového invertoru prostiednictvim vystupu signalu AC nula a vstupu synchronniho fézového signélu a pfenaseného pres izolacni obvod optoclenu

Nakonec Ize pomoci metody sériové kaskady vytvofit tfifazovy stridac s fazovym rozdilem 120 stupiid.

3.Pole aplikace

Jednofazovy Cisté sinusovy invertor  TFifazovy

Cisté sinusovy invertor  Nepferusitelny zdroj

napajeni Systém UPS  Fotovoltaicky invertor pro

vyrobu energie  Invertor pro vyrobu

vétrné energie  Lithium-iontovy generéator

Akumulacni zdroj energie
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Cisté vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip
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4.2 Definice pint QFN70
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LQFP80 QFN70 Vytahnéte nazev J/O nohy popsat
CisloPIN | Cislo PIN
1 1 HM Ovladani vymény levého a pravého ramene miistku H
2 2 DTO IDT1 (pin 3), DTO (pin 2) slouZi k nastaveni mrtvého €asu horni a doIni MOS elektronky vystupu PWM:
DT1:DTO
,00" je mrtvy €as 300 nS
3 3 DT1 "01" je mrtvy ¢as 500 nS
"10" je mrtvy ¢as 1,0 uS
"11" je mrtvy €as 1,5 uS
4 4 RSTN I &ip refset pin, low level reset je platny
5 5 GND GND Zempici svorka €ipu
6 6 VDD +5V napajeci svorka €ipu Power
7 7 LDO15 Vystupni svoilka +1,5V ¢&ipu Power musi byt pFipojena k externimu kondenzatoru 0,1uF na GND.
Test_Mode slouZi k nastaveni pracovniho rezimu (tento kolik nelze nechat plovouci a musi byt pfipojen ke GND nebo 5V, kdyZ se nepouZziva) a pouziva se pro
PoZadavky na ladéni DC/AC ménice:
8 8 Testovaci méd
"0" je normalni provozni rezim
"1" je testovaci rezim, sinusovy vystup s otevrenou smyekou, ktery se pouziva k ladéni pracovnich podminek hardwarového obvodu
9 9 TFB1 1Vstuphi kanal 1 teplotni zp&tné vazby, vypnuti pri prehFati vy3si nez 3,3V
10 10 TFB2 1 Vstuphi kanal 2 teplotni zp&tné vazby, vypnuti pri prehFati vy3si nez 3,3V
n " VDC_IN 1 Vstup| zpétné vazby napéti DC sbérnice
Phase_SEL je vybér faze 0 stupfiti/120 stupid
12 12 Phase_SEL "0" znamena vybrat sledovani 0 stupiiti, které miiZe realizovat paralelni nebo vicestrojové hostitelské aplikace.
"1" je vybér 120stupriového sledovani, které miZe realizovat aplikaci tfifazzového ménice
13 13 AC_Error 0 Synchrgnni vystup signalu priichodu nulou
FRQSEL sloui k nastaveni vystupni frekvence (tento kolik nelze nechat plovouci a pokud se nepouzivé, musi byt pripojen ke GND nebo 5V):
14 14 FRQSEL "0" je vystupni frekvence 50 Hz
"1" znamena vystupni frekvenci 60Hz
Multi_INV je kolik pro vybér vice strojii (tento kolik nelze nechat plovouci a musi byt pFipojen ke GND nebo 5V, kdyZ se nepouziva):
"0" je hostitel pouzivany v aplikacich s jednim invertorem nebo s vice stroji a nevyzaduje vstup synchronizacniho signalu.
15 15 Vice_INV
"1" se pouZiva pro vice ménicd, které mohou realizovat jednofézovy paralelni provoz nebo tFifazové trifazové aplikace ménicd ve tiech jednofazovych skupinach.
ZaleZi také na vybéru pinu 12. Podrobnosti viz schéma jednofazovych paralelnich a t¥ifazovych ménica.
Vstupni svorka aktivace funkce mékkého startu:
16 16 SST "0" znamend, ze funkce mékkého startu neni podporovana
"1" podporuje funkci mékkého startu a ¢as mékkého startuje 1s
Vstup synchroniza¢niho signalu s priichodem nuly AC sit&, pouZivany pro sledovani frekvence funkce PFC (tento kolik nelze nechat plovouci, kdyZ se nepouZiva
17 17 VZC_IN
Je treba pripojit ke GND nebo 5V)
18 18 VAC_FB 1Vstup gpétné vazby AC napéti, pouZivany pro stabilizaci napétové smycky
19 19 Rezervovéno -rezerya
Resetovaci kolik stfidavého vystupu (tento kolik nelze nechat plovouci a je tfeba jej pfipojit k pull-up rezistoru, napf. 10K
20 20 AC_RST
5V): Vstup "0" je resetovany vystup a vstup "1" je normaini provoz.
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21 21 RXDO 1Svorkaf0 pro prijem dat sériové komunikace (tento kolik nelze nechat plovouci a musf byt pFipojen k pull-up rezistoru, jako je 10K az 5V)
22 22 TXDO 0O Odesilani dat sériové komunikace konec 0
23 Rezervovano - rezerva
24 23 IFB2P IKladn4 vhtupni svorka sinusového vzorkovani proudu operaéniho zesilovaze 2
25 24 IFB2N 1Z&pornarstupni svorka sinusového vzorkovani proudu operagniho zesilovate 2
26 25 KOZE O Vystp signalizace poruchy LED
27 26 LEDG O Spugtte vystup indikace LED
28 27 IFB1P IKladna vbtupni svorka sinusového vzorkovéni proudu operacniho zesilovate 1
29 28 IFB1N Tstupni A3porna svorka sinusového vzorkovani proudu operacniho zesilovace 1
30 29 OSCIN 4M krystalovy oscilator pin 1
31 30 oscouTt O 4M Krystalovy oscilator pin 2
32 31 AINP1 I kladnly vstup opera¢niho zesilovage ovladace 1
33 32 AINN1 1Z&pornja vstupni svorka opera¢niho zesilovage ovladage 1
34 33 AMPO1 O Vystup operaéniho zesilovate ovladace 1
35 34 SD1 1SD kpnzole jednotky 1
36 60 GND Uzemnéri signalu GND pro Fidice 1
37 35 SDLIN1 1Vstupfi terminal pro ochranu $pi¢kového proudu MOS elektronky driveru 1, vnitfni referenéni napéti je 200 mv
38 36 comn I Napgjeci zem €ipu ovladace 1
39 37 LO1 O Nizky vystup pohonu brény fidice 1
40 38 PvCC Napajeci gdroj pro driver 1, rozsah napéti je 10V-20V
41 NC - prazdné nohy
42 39 SDHIN1 1 Vstuphi termindl pro ochranu $pi¢kového proudu MOS trubice Driver 2, vnit¥ni referen¢ni napéti je 200 mv
43 40 VS1 0 Vystup|plovouciho terminalu na horni stran& ovladae 1
44 M HO1 O Vystlip pohonu horni brany Fidice 1
45 42 VB1 Napéjeni Plgvouci napéjeci zdroj ovladace 1 vyzaduje externi 10uF bootstrap kondenzator.
46 NC - Prazdrjy kolik pro izolaci vysokého napéti
47 NC - Prazdnjy kolik pro izolaci vysokého napéti
48 NC - Prézdnjy kolik pro izolaci vysokého napéti
49 43 PVDD Napéjenipohani logické napajeni Cipu 1. Rozsah vstupniho napéti je 3V-5V.
50 PvCC Napéjeni j¢ napajeni &ipu napéjeciho ovladage 1. Rozsah vstupniho napéti je 10V-20V.
51 44 FAN_PWM O Vystup signdlu ovladani ventilatoru
FAN_RPM_I Vstup signalu rychlosti ventilatoru (tento kolik nemiize zistat plovouci a pokud se nepouZiva, musi byt pripojen ke GND nebo 5V)
52 45
N
53 46 AINP2 I Kladna|vstupni svorka operacniho zesilovate ovladace 2
54 47 AINN2 1Zaporfa vstupni svorka operaéniho zesilovaée ovladaZe 2
55 48 AMPO2 0O Vystup operaéniho zesilovage ovladace 2
56 49 SD2 1SD kpnzole jednotky 2
57 51 SDLIN2 1 Vstuppi svorka pro ochranu $pi¢kového proudu MOS trubice Driver 2, vnitfni referenéni napéti je 200 mv
58 52 CcOM2 GND Napéjeci zem pro driver 2
59 53 LO2 O Nizky vystup pohonu brany fidice 2
60 54 pPvCC Napéjeni j¢ napajeni &ipu napéjeciho ovladage 2. Rozsah vstupniho napéti je 10V-20V.
61 NC - Prazdr]y kolik pro izolaci vysokého napéti
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62 55 SDHIN2 I Vstuppi termindl pro ochranu $pickového proudu MOS trubice Driver 2, vnitfni referencni napéti je 200 mv
63 56 VS2 O Vysokolychlostni plovouci terminalovy vystup ovladace 2

64 57 HO2 O Vys{up pohonu horni brany fidice 2

65 58 VB2 Napéjeni: Pl¢vouci napajeci zdroj ovladace 2 vyZaduje externi 10uF bootstrap kondenzator.

66 NC - Prazdr]y kolik pro izolaci vysokého napéti

67 NC - Prazdrly kolik pro izolaci vysokého napéti

68 NC - Prézdr]y kolik pro izolaci vysokého napéti

69 59 PVDD Napéjeni fpohani logické napajeni Cipu 2. Rozsah vstupniho napéti je 3V-5V.

70 PVCC Napajeci zdroj &ipu napéjeciho ovladae 2, rozsah vstupniho napétf je 10V-20V

71 61 Rezervovéano -rezefva

72 62 Rezervovano - rezefva

73 63 Rezervovano - rezefva

74 64 IFB_REF I Nastavehi referenéni hodnoty nadproudu

75 65 Rezervovano - rezefva

76 66 RXD1 I Konec|l pro prijem dat sériové komunikace (tento kolik nelze nechat plovouci, je vyZzadovén pull-up rezistor, napfiklad 10K az 5V)
77 67 TXD1 0O Koned odesilani dat sériové komunikace 1

78 68 IFB_IN 1Vstup sfgnalu vzorkovaciho odporu proudu, pouzivany hlavné pro nadproudovou ochranu

79 69 FWCLK T Hodiny aktualizace firmwaru

80 70 FWDAT I Data pktualizace firmwaru
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5. Schéma struktury

Cist& vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip

Vnitfni blokové schéma 5.1EG8025

28 (27)

29(28)

24(23)
25(24)

18(18)

9(9)
10(10)
11(11)

78(68) IFB_IN

20(22)

3(3)

DTO 2
14(14)
16(16)
12(12)
8 8

17 (17)

13(13)
15(15)

VZC_in (synchvonizai signdl)

Fout (AC nulowy prechor
| AC Fout (AC nulowy prechod)

MUIKLINY (5ber pro vice troff) o
>

Skupinovy tfézovy modul

IFB1P
SPWM4
IFBIN
Ridici
modul SPWM
IFB2P
IFB2N SPWM3
Modul zpracovani
signalu zpétné
VAC_FB (pétné vazba stidaveého nape
vazby a ochrany 3.
>
TF81 (teplotnizpénd vazba 1) -
= Kon
TFB2 teplotni zpétnd vazba 2) - gen
' g
VOIN pétnd vazba napét stjnosmérné shérice)
»
SPWM2
ok n »
P >
A A
L neo SPWM1
[~ o »
P
PEEC —
< rs232
RxD1 »l
>
LEDG (biic svitlo LED)
Modul resetu a indikace
AC RST (raset vistupy) N v
digitalni ovladac
on =
Pl covguscemeriny  frmd]
) »
= P

— 65(58)
Spitouy vstup oviadate HO2 64(57)
i < SDHIN2 62(55)
=23 63(56)
gické 24 I Nizky vystup oviadace L0z > 59(53)
\i<l1 < SDLIN2 57(51 )
M TOM. ) 55(48)
AMPO2 53(46) 54(47)
< AINP2__{ 56049)
Ly 45(42)
Stk vistup ovidate Hot 44(41)
Eq} < SDHIN1 42(39)
. Sl 43(40)
logick Bl Nizky vystup ovladace LO1 > 39(37)
\i<]_L SDLIN1 37(35)
- "o 6) 34(33)
< AINP1 3 2(31 )
AINN1 33(32)
< 211 35(34)
- 0SC_IN 30(29)
0sc
N 05C_ouT

31(30)

Obrézek 5-1: Strukturalni blokové schéma EG8025

Poznamka: Cisla mimo zavorky na obrézku vy3e jsou definice pind pouzdra LQFP80 a &isla v zévorkach jsou definice pinti pouzdra QFN70.
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5.2 Blokové schéma systému ménice

Cisté vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip
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Obrazek 6-1 Schéma aplikace balicku EG8025 LQFP80
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Cisté vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip

Schéma aplikace balicku 6.2EG8025 QFN70
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AIS\‘—"'LE

EG8025 QFN70 . m
FAN_RPM_IN som [
FAN_PWM '3 ey
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Obrézek 6-2 Schéma aplikace balitku EG8025 QFN70
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6.3 12V vstup, 220V vystup 1KW invertor zakladni deska schéma aplikace

Cisté vyhrazeny sinusovy invertorovy &ip
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Obrazek 6-3. Schéma aplikace zakladni desky 12V vstup/1KW ménice

6.4 Vstup 24V, vystup 220V Schéma aplikace zakladni desky 1KW invertoru
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Obrazek 6-4. Schéma aplikace zakladni desky 24V vstup/1KW ménice
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6,5 48V vstup, 220V vystup 1KW invertor zakladni deska schéma aplikace
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Cisté vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip
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Obrézek 6-5. Schéma aplikace zakladni desky 48V vstup/1KW ménice

6.6 Schematické schema 12V vstupni desky zesilovace predniho stupné

J4 7805
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Obrazek 6-6 Schematicky diagram 12V vstupni/predzesilovaci desky zesilovace
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6.7 Schematicky diagram desky predniho zesilovace se vstupem 24V/48V

U4 7805

Cist& vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip
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Z4dné dalsi pokyny, za podminky TA=25°C

Symbolicky nazev paramefru ZkuSebni podminky mfinimalni a maxirpalni jednotky
Vysokonapétovy ovlada¢ MOS
PVCC pin vzhledem k COM
PvCC Napéjeni pohonu 0,3 20 v
Napéti
PVDD kolik vzhledem k GND
PVDD Vykon logiky pohonu -0,3 5.5 v
Napéti
VB1, VB2 Bootstrap high-end napéjeci zdroj -0,3 600 \
HO1, HO2 3pitkovy vystup Vs-0,3 VB+0,3 \
VS1, VS2 plovouci pdda VB-20 VB+0,3 \
SDHIN1, SDHIN2 Vstupni kladna svorka 3pickového komparatoru SD VS-0,3 VS+5 \
LO1, LO2 nizky koncovy vykon -0,3 PVCC +0,3 "
SDLINT, SDLIN2, kladn4 svorka vtupu komparétoru SD na spodni strané -0.3 5.5 \
SD1, SD2 Vstup logického ovladani SD -0,3 5.5 Vv
AINP1AINP2AINN1
Operatni zesilova& -0,3 5.5 Vv
AINN2, AMPO1, AMP02
digitalni ovladac
Napéti koliku VDD vzhledem k GND
VDD 03 7 v
lis
VSechny I/0 piny na GND
1/0 V3echny vstupni a vystupni porty -0,3 7 \
Napéti
Isink Maximalni vystupni proud vystupniho koliku 10 mA
Zdroj Maximalni vystupni proud vystupniho pinu -10 mA
OB teplota okoli -45 105 °C
Tstr Skladovaci teplota -65 125 °C

Poznamka: Pfekroeni uvedenych extrémnich parametr( mdze zpusobit trvalé vnitini poskozeni Cipu a provoz v extrémnich podminkach po dlouhou dobu ovlivni spolehlivost Cipu.
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Pokud neni uvedeno jinak, pfi TA=25°C, 0SC=4MHz

symbol Nazev parametrulPodminka testu Minimum Typicka Maximalni |ednotka
Vykon pohonu Napéti PVCC pinu vzhledem k COM
PVCC 10 15 18 '
2droj lis
Napéti koliku PVDD vzhledem k GND
PVDD logika pohonu 3 5 v
lis
Napéti koliku VDD vzhledem k GND
VDD Napajeni ovladate 2.7 5 5.5 Vv
lis
IPvcc PVCC klidovy proud PVCC=15V 1 1.2 mA
IPvdd PVDD klidovy proud PVDD=5V 1 1.2 mA
Ivdd Klidovy proud VDD VDD=5V 30 50 mA
Vysokonapétovy ovlada¢ MOS
Spickova dodévka ovladati
VB1, VB2 Relativni svorkové napéti COM 10 600 \Y
Porovnani
vysokého proudu elektrického napéjerff
SDHIN1, SDHIN2 Relativni VS napéti 200 mv
Porovnani proudu na nizké strané
SDLIN1, SDLIN2 Relativni svorkové napéti COM 200 mv
Vstup logického oviddani SD
SD1, SD2 Napéti vzhledem k GND 0 5 v
zpétnavazba
Kanal zpétné vazby napéti
VDD=5V 1,65 '
Stejnosmérns soutist spoleiného retimu
VAC_FB Kanal zpétné vazby napéti
Sinusova referenéni amplituda zdroje VDD=5V 1.36 \
Aktulni kanal zpétné vazby
IFB1P, IFB1N 1 VDD=5V 320 mV
vstup zesilovace
Aktulni kanal zpétné vazby
2
IFB2P, IFB2N VDD=5V 320 mvV
kladny vstup zesilovace
konec
Teplotni méFitko ochrany
TFB1 VDD=5V 33 \
Napéti 1
Teplotni méFitko ochrany
TFB2 VDD=5V 33 \
Napéti 2
Napéti stejnosmérné sbérnice
VDC_IN VDD=5V 1.8 2.8 \
Chrénit

2019 © Yijing Microelectronics Co., Ltd. VSechna prava vyhrazena

www.EGmicro.com



http://www.egmicro.com/

Machine Translated by Google

Yi Jing Microelectronics Co., Ltd.
2 , Jing

Manudl dat Cipu EG8025 V1.3

Cist& vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip

Komunikace RS232
Vout(H)
VDD=5V, IOH=-10mA 3.5 50 \Y%
Vystupni vysoky potencial
TXDO, TXD1
Vout(L)
VDD=5V, IOL=10mA 0 0,3 Vv
Nizka drover vystupu
Vin(H)
VDD=5V 3.0 5,0 5.5 \'%
Vstupni vysoky potencial
RXDO, RXD1
Vino (L)
VDD=5V -0,3 0 1 Vv
Vstupni nizky potencial
Ridici modul a indika&ni modul
Vout(H)
VDD=5V, IOH=-10mA 3.5 5,0 Vv
Vystupni vysoky potencidl
LEDR, LEDG, AC_Fout
Vout(L)
VDD=5V, IOL=10mA 0 0,3 \Y
Nizka droven vystupu
Hbridge_Mode, DTO, Vin(H)
VDD=5V 3.0 5,0 5.5 Vv
DT1, Vstupni vysoky potencial
Test_Mode, Phase_SEL,
Vino (L)
FRQSEL,Multi_INV,SST, VDD=5V -0,3 0 1 Y
Vstupni nizky potencial
VZC_IN,AC_RST
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8. Navrh aplikace

8.1 Metoda PWM modulace

EG8025 pouziva metodu stfedové zarovnané PWM modulace s modulaéni frekvenci 20KHz Vyhodou této modula¢ni metody je, Ze frekvence spinaci elektronky na H-mUstku je
20 kHz, spinaci frekvence vystupniho induktoru a vystupniho kondenzatoru je dvojnasobek frekvence PWM (40 kHz). spinaci ztrata je stejna a frekvence plsobici na vystupni

induktor a kondenzator je dvakrat vy33i nez u tradi¢niho.Tato modulaéni metoda mdze snizit objem a primér vodice induktoru.

8.2 Zpétna vazba vystupniho napéti

EG8025 pouzivéa operacni zesilova¢ na kolicich 53, 54 a 55 k vytvoreni diferen¢niho zesilovace. Vzorkuje stfidavé vystupni napéti v redlném case. Rychlost Gpravy vystupniho
napéti je kazdy cyklus PWM (50uS). Ve srovnani s tradi¢nim Spickovym napétim ménice metoda vzorkovani, pfesnost vystupniho napéti a dynamicka doba odezvy EG8025 jsou
vyrazné vylep3eny a zkresleni tvaru viny mize byt do 3%.

Vnitfni sinusova napétova reference EG8025 je 50Hz nebo 60Hz sinusové vina s DC offsetem 1,65 V + amplitudou 1,36 V. Po zesileni diferencidlnim operacnim zesilovatem
a superpozici DC offsetu 1,65 V je odeslédna do 18-pin VAC_FB EG8025 Po vypoctu chyby se upravi odpovidajici vystupni napéti. Pro konkrétni aplikacni schémata zapojeni se
prosim podivejte na obrazek 8.2a a obrazek 8.2b.

PFi aplikaci je nutné zajistit symetrii vnéjSiho odporu diferencialniho operacniho zesilovace, tj. (R39+R34)=(R38+R35), (R28//R32)=(R27//R31). nastaveni hodnoty

vystupniho napéti, nasledujici Vzorec vypoctu je pro referencni navrh: Kroky vypoctu

pro vystupni napéti 230V, schéma struktury obvodu je zndzornéno na obrazku 8.2a:

Prvnim krokem je vypocet DC offsetu: vystup opera¢niho zesilovace Vout_DC=ﬁ x 5V=5,1K/15,1Kx 5V 1,68V (viz obrézek 8.2a)

Krok 2. Vypocitejte faktor zesileni operacniho zesilovace: A=(R28//R32)/(R39+R34) Krok 3.

Vypocitejte vystupni napéti: Vout_AC=A*Vin
Vout AC = % X(VACL -VACN)  — x(VACL -VACN) (viz obrazek 8.2a)

Z vySe uvedeného vzorce Ize usoudit, Ze zesilovaci faktor tohoto operacniho zesilovace je 1/240n&sobek. Napfiklad pFi vystupu AC 230V je Spickové napéti 325V. Po zesilen{
1/240nésobkem diferencialniho provozniho zesilovag, je to vstup na pin 18 EG8025.Jeho amplituda pro
VAC_FB=Vout_DC+Vout_AC=1,68V+1,35V=3,03V a poté upravte vystupni napéti po vypoctu chyby vnitfniho obvodu.
+5V

R28 510s R3 ® 3010

AAN—— F——

55 18

54
ACLo—AAN—ANN/ -

Rag s1ous RIS 300ds

ACNO—AAN~AN/N, = + EG8025
w5 o—AAAA

R31
st =

Obrazek 8.2a Schéma zpétné vazby pro vystupni napéti AC 230V

AC, Offset:, 65V
Amplituda:t 36V

Frelwence:SOH2/60Hz
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Pro kroky vypoctu pro vystup 120 V je schéma struktury obvodu zndzornéno na obrazku 8.2b s parametry:

R31 x 5V=5,1K/15,1K x 5V 1,68V (referencni obrazek hodnoty odporu

Prvnim krokem je vypocet DC offsetu: vystup operacniho zesilovace Vout_DC= IR

8,2b)

Druhym krokem je vypocet zesilovaciho faktoru operaéniho zesilovace: A=(R28//R32)/(R39+R34)

Krok 3. Vypocitejte vystupni napéti: Vout_AC=A*Vin

Vout AC=  RB8//32 yACL-VACN)
RB4B9

e X(VACL -VACN) (hodnota odporu viz obrazek 8.2b)

Z vy3e uvedeného vzorce Ize usoudit, Ze zesilovaci faktor tohoto operacniho zesilovace je 1/118 krét. Napriklad kdyz je Spickové napéti vystupu AC 120V 170V, rozdil

Po zesileni 1/118 krat subopera¢nim zesilovacem je vstup na pin 18 EG8025 a jeho amplituda je

VAC_FB=Vout_DC+Vout_AC=1,68V+1,44V=3,12V a poté upravte vystupni napéti po vypoctu chyby vnitfniho obvodu.

R39

AcLo—AA—AAN, S

R38

ACNO—ANA—ANN, ® S EGB0z5

+5V
o]
@ ® o

AVAvAY I

R28 51ts,

R32 100

55 18

R34 200ts

R 2006s

R27 10 AC

w5 o AN

R31
51ts

Offset: 1,65V
Amplituda: 1,36V
Frekvence: S0Hz/60Hz

Obrazek 8.2b Schéma zpétné vazby pro vystupni napéti AC 120V
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8.3 Zpétna vazba vystupniho proudu

EG8025 pouziva pro vzorkovani vystupniho proudu metodu stfidavého otaceni. Struktura obvodu je znazornéna na obrazku 8.3a. IFB1P, IFB1N a IFB2P,
IFB2N vzorkuje proud na rezistorech RS2 a RS4. Po 9,5nasobném zesileni vnitiniho zesileni je odeslan do modulu interni zpétné vazby k vypoctu. Pfi smérovani PCB, IFB1P, IFB1N

aIFB2P, IFB2N je tfeba pouzit diferencialni signalové vedeni a zapojte je do série na IFBxP a IFBxN. Doporucena hodnota odporu je 100 Q, jako napf. R97, R98, R101 a R102 na

obrazku 8.3a nize.Pokud uZivatel potfebuje zménit tuto hodnotu, doporucuje se neprekrocit 1KQ, jinak to ovlivni zesileni interniho zesilovace.

Hodnota proudové zpétné vazby EG8025 nastavuje limit maximalniho satura¢niho proudu. Maximalni satura¢ni proud je: Imax=3000 mV/9,5/Rs. Pokud je vybréno Rs

PFi 0,01Q Ize ziskat maximalni proud Imax=3000mV/9,5/0,01Q=31,5A. Tato hodnota proudu je vhodn&ji pro aplikace s invertorem 1,5KW. Pro rtizné vykonové aplikace Ize

zvolit hodnoty vzorkovacich odporl rdznych odpord Pro vypocet mlzZete pouZzit vyse uvedeny vzorec.

Béhem aplikace nemohou byt koliky IFB1P, IFB1N a IFB2P, IFB2N ponechény plovouci nebo uzemnéné, musi byt zapojeny presné v souladu s kapitolou 8.7.

jinak nemuze byt vystupem normalni sinusovy pribéh.

(e
+400V S1 3
R97
1000 IFB2P
= A g P
1000 EG8025
R9B
1000 55 | 1FB1P Hbridge Mode |-
= i

Moo | rEIN —J‘
1000 -

GND

O

Obrézek 8.3a Schéma zpétné vazby vystupniho proudu

Béhem hromadné vyroby, s ohledem na to, Ze chyby v pfesnosti hardwaru vedou k odchylkam ve vystupnim napéti a vystupnim proudu, poskytuje spolecnost Yijing Micro Company software hostitelského pocitace

K dispozici je software pro korekci vystupniho napéti a vystupniho proudu UZivatelé mohou prejit na nasi webovou strdnku nebo nés kontaktovat a stdhnout si odpovidajici software hostitelského pocitace.
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8.4 Teplotni zpétna vazba

EG8025 poskytuje dva kanaly teplotni zpétné vazby TFB1 a TFB2 pro detekci a ochranu teploty.TFB1 se pouZiva hlavné pro teplotni ochranu na urovni desky plosnych spojd.
Ochrana, TFB2 se pouZiva hlavné pro teplotni ochranu vykonovych elektronek.Struktura obvodu je zndzornéna na obrézku 8.4a.

Detekéni obvod TFB1 se sklada z RT1 a rezistoru R60 tvorici jednoduchy obvod déli¢e napéti.RT1 voli NTC termistor s odporem 10K (B konstantni hodnota je 3950) p¥i 25°C.Stahovaci rezistor R60 voli 2KQ. PfehFati
pinu TFB1 Hodnota napéti je nastavena na 3,3 V, coZ odpovida hodnoté teplotni ochrany asi 85 °C (hodnota odporu NTC je v tuto chvili 1,08 K). teplotni ochrana je 10°C, to znamend opusténi ochrany proti prehfati, kdyz je
pod 75°C.

Detekeni obvod TFB2 se sklada z RT2 a rezistoru R61, ktery tvofi jednoduchy obvod rozdélujici napéti. TFB2 vyuziva hlavné teplotni ochranu vykonové elektronky. RT2 voli NTC termistor s odpovidajicim odporem
100K (B konstantni hodnota je 3950) pfi 25 °C a stahovaci rezistor R61. Zvolte 6,2KQ, nastavte hodnotu napéti proti pfehfati pinu TFB1 na 3,3V, cozZ odpovidé hodnoté teplotni ochrany asi 130°C (hodnota odporu NTC je

3,526K v tomto okamziku) a hodnota hystereze pro opusténi prehfati je 10 °C, coZ je niz3i hodnota nez pi ukonceni ochrany proti prehrati pfi 120 °C.

Detekce teploty 2

EG8025

s e e e e i

Obrazek 8.4a Obvod detekce teploty EG8025

8.5 Zpétna vazba napéti DC sbérnice

Aby se zabranilo poskozeni zpisobenému pfilis vysokym nebo pfilis nizkym vstupnim napétim sbérnice do ménice, ma Cip EG8025 vestavény obvod detekce napéti sbérnice, ktery zajistuje dvé funkce vypnuti

prepéti a podpéti DC shérnice. jak je zndzornéno na obrazku Jak je znadzornéno na obrazku 8.5a, napéti sbérnice je detekovano pres pin 11 EG8025 a externi napétovy délici odpor.

Hodnota vypnuti p¥i pfepéti uvnitt ¢ipu EG8025 je 2,8 V. Podle parametr( na obrazku 8.5a je odpovidajici hodnota pfepétové ochrany 440 V a doba zpozdéni je
500mS, hodnota hystereze pro vystup z pfepétové ochrany je 10V, to znamena, Ze vystupni pfepétovéa ochrana je nizsi nez 430V.
Hodnota podpé&tového vypnuti je 1,8 V. Podle parametri na obréazku 8.5a je odpovidajici hodnota podpétové ochrany 290 V, doba zpoZdéni je 10 S a podpétova ochrana je opusténa.

Hodnota hystereze je 30V, to znamen4, Ze opusti podpétovou ochranu, kdy? je vy33i nez 320V.

VBUS

Detekce napéti DC sbérnice

EG8025 11

Obrazek 8.5a Detekéni obvod napéti DC sbérnice EG8025
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8.6 Mrtvy Cas

Piny DT1 a DTO ¢ipu EG8025 Fidi mrtvy ¢as Rizeni mrtvych ¢ast je jednim z dllleZitych parametrd vykonové MOS elektronky Pokud neni mrtvy &as nebo je pfili§ maly,
zpUsobi horni a dolni vykon MOS elektronky vést sou¢asné a spalit MOS elektronku. , Pokud je mrtvé zéna pfilis velka, zpUsobi zkresleni tvaru viny a vazné zahfati vykonové
elektronky. Obrazek 8.6a ukazuje sekvenci Fizeni vnitFni mrtvé zény EG8025. na obrazku se piny DT1 a DTO pouZivaji k nastaveni 4 druh( mrtvého ¢asu. ,00” je 300 nS

mrtvy ¢as. Zénovy €as, ,01" je 500 nS mrtvy ¢as, , 10" je 1 uS mrtvy ¢as, ,11" je 1,5 nds mrtvy cas.

300 nS 300 nS
— . — .- — . — . — . — -
1HO
DT1,DT0=00 2HO
1LO
2L0
500 nS 500 nS
— ! l— — .- - — - - — -
1HO
2HO
DT1,DT0=01
1L0
2L0
1us 1usS
— . — - — — - — P — -
1HO
2HO
DT1,DT0=10
1LO ‘
2L0
1,5uS 1,5 uS
— . — i — [ — . — - — -
1HO
DT1,DTO 2HO
1o —
2L0

Obrazek 8.6a Mrtva doba HO1, HO2 a LO1, LO2
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8,7 H -mustek ovladani vymény levého a pravého ramene

Aby bylo mozné zvaZit rozloZeni desky plo3nych spoju, je nutné zaménit levé a pravé rameno mustku, aby se usnadnilo zapojeni. EG8025 podporuje funkci vymeény levého a pravého ramena mustku H-
mustku. Tato funkce se voli pomoci pinu 1 (HBridge_Mode) EG8025 .

Kdyz je vstup pinu 1 EG8025 "0", schéma struktury obvodu je znazornéno na obrazku 8.7a. Konkrétni popis je nasleduijici: Vystupni signaly HO2, VS2, LO2, SDHIN2

a SDLIN2 interniho ovladage 2 Fidi vykonové elektronky S1 levého ramena miistku a S2, vystupni signaly HO1, VS1, LO1, SDHINT a SDLIN1 budi&e 1 ovladaji vykonové elektronky S3 a S4 pravého ramene
mistku.

V tuto chvili jsou IFB2P a IFB2N zodpovédné za vzorkovani proudu levého ramene mistku a musi byt pFipojeny k rezistoru RS2. IFB1P a IFB1N jsou zodpovédné za vzorkovani proudu pravého ramene mustku.
Vzorkovani proudu ramene musi byt pfipojeno k rezistoru RS4.

Induktor L1 musi byt pfipojen ke stfedu levého ramene mastku H mustku, L2 musi byt pfipojen ke stfedu pravého ramene mistku H mustku, kladny konec diferencialniho opera¢niho zesilovace je pfipojen k ACL po déleni

napéti a itlum a zaporny konec je po déleni a itlum napéti pripojen k ACL, k ACN, ¢imz je zajisténo, Ze zpétna vazba vystupniho napéti je ve stejné fazi jako vnitfni referencni napéti.

e,
+400V S1 S3
| — [
:(:L]i X
LT 500uH
Y Y Y O ACL
RS1 9 9 RS3 _[_
L2_2Q0uHT:7uF
. . S2 O ACN
T~ >4
— [ —
::L:: g =y
] g
RS2 RS4
) ¢
RS3 K
GND
O = Tous
844 HO2 §
83 1 vs2
©2 | SDHIN2
24 102
1.  EG8025
L4 vs1

2| soumi Hbridge_Mode |-=
24 Lot |
22 SDLIN1

Obrazek 8.7a Schéma zapojeni, kdyz je vstup pin 1 EG8025 "0"
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Cisty sinusovy méni¢ vyhrazeny ¢ip Kdy? je vstup
pinu 1 EG8025 "1", schéma struktury obvodu je zndzorné&no na obrézku 8.7b a konkrétni popis je nasleduijici: Vystupni signdly interniho ovladace 1 HO1,
VS1, LO1 ovladani, SDHINT a SDLIN1 Levé rameno mustku, vystupni signal HO2 ovladace 2,
VS2, LO2, SDHIN2, SDLIN2 ovladaji pravé rameno mastku. V sou¢asné dobé
jsou IFB1P a IFB1N zodpovédné za vzorkovani proudu levého ramene muastku a musi byt pfipojeny k rezistoru RS2. IFB2P a IFB2N jsou zodpovédné za vzorkovani proudu pravého ramene mustku.
Vzorkovani proudu ramene musi byt pfipojeno k rezistoru RS4.
Pokud jde o napétovou zpétnou vazbu, induktor L1 je stéle pFipojen ke stfedu levého ramene miistku H miistku, L2 je stéle pFipojen ke stfedu pravého ramene méstku H muistku a kladna svorka diferencialniho operaéniho zesilovate je rozdéleno

Po zeslabeni napéti se pfipoji k ACL a po rozdéleni a zeslabeni napéti se pripoji zdporna svorka k ACN.To zajiStuje, Ze vystupni napétova zpétna vazba je ve stejné fazi jako vnitfni referencni napéti.

(e,
+400V S'I 53
!
—'vw—ll‘l’ —'wv—,:j—“ L1 500uH
;; g I_W O ACL
et 1 L2 500uH=:7ufF
- S2 S4 ¥ +—O ACN
T — —
P nf %
RS2
p
RS3
GND %
~ |

1000

s v 'Q

+5V.
1. EG8025
P Z;‘mm Hbridge_Mode f~———
21 101
22 SDLINT

Obrazek 8.7b Schéma zapojeni, kdyz je vstup pinu 1 EG8025 "1"
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9. Ochranna funkce

EG8025 mé vestavéné funkce kompletni ochrany systému, které poskytuji ochranu proti pfetiZeni vystupu, ochranu proti nadproudu na vystupu, prepéti a podpéti DC sbérnice
Ochrana, ochrana proti podpéti vystupniho napéti, ochrana proti pfehfati a ochrana proti zkratu atd.

Soucasné jsou k dispozici dvé metody resetovani. Jednou je hardwarovy reset, ktery je resetovan aktivni nizkou Grovni AC_RST na koliku 20 €ipu.
Prikaz sériového portu UART resetuje a otevie registr pres ménic.

Nasledujici hodnoty parametrti ochrany jsou nastaveny na zakladé aplikaéniho diagramu 1KW Pokud mé uZivatel specialni pozadavky, Yijing Micro maze poskytnout Upravy.

9.1 Ochrana proti pretizeni vystupu

EG8025 mé funkci ochrany proti pretizeni. Kdyz je vykon pretizeni vétsi nez 1100W, zacne blikat ¢ervena LED kontrolka.Pokud je vykon pretiZzeni vy33i nez 1200W a trva 60 sekund, nebo kdyz je vykon

pretizeni vy33i nez 1300W a trva na 1 sekundu se stfida¢ vypne a vystupni €ervena LED sviti vzdy a sou¢asné mize uZzivatel &ist odpovidajici informace o ochrané pies sériovy port.

9.2 Vystupni nadproudova ochrana

EG8025 mé funkci ochrany proti nadproudu. Kdy? je hodnota nadproudu vétsi neZ 5A, za¢ne blikat ¢ervend LED kontrolka. Hodnota nadproudu je vétsi neZ 5,5A a pokracuje

Po 60 sekundach se stfida¢ vypne a na vystupu se objevi cervena LED, ktera sviti stale a zaroveit mze uZivatel Cist prislusné informace o ochrané pres sériovy port.

9.3 Pfepétova a podpétova ochrana DC sbérnice

EG8025 mé funkce ochrany proti pFepéti a podpéti sbérnice.Kdyz je stejnosmérné napéti niz3i nez 290 V nebo vy33i nez 440 V, méni¢ se vypne a na vystupu je ¢ervena LED, ktera stale sviti, coz

uZivatelim umoZiiuje ¢ist odpovidajici informace o ochrané pres sériovy port.

9.4 Ochrana PCB proti prehrati

EG8025 ma funkci ochrany proti pfehfati desky plosnych spoju. Kdyz je teplota desky plo3nych spojd vy33i nez 85°C, ménit se vypne a na vystupu je &ervena LED, ktera vzdy sviti.

Odpovidajici informace o ochrané Ize &ist pres sériovy port.

9.5 Ochrana proti prehFati napajeci trubice

EG8025 mé funkci ochrany pfed prehratim vykonové trubice.Kdyz je teplota vykonové trubice vyssi nez 130°C, stfidac se vypne a vyda cervenou LED, ktera stale sviti.

V tomto okamziku mize uZivatel &ist odpovidajici informace o ochrané prostfednictvim sériového portu.

9.6 Ochrana proti zkratu

EG8025 ma funkci ochrany proti zkratu na vystupu. Doba ochrany proti zkratu je krat3i nez 30 ms. P¥i zkratu na vystupu se méni¢ vypne a vystupni ¢ervenda LED sviti stale. Sou¢asné muze uZivatel

prectéte si odpovidajici informace o ochrané pres sériovy port.
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9.7 Ochrana Spickového proudu MOS elektronky

EG8025 integruje Ctyri nezavislé obvody ochrany Spickového proudu MOS elektronek a ¢tyri vestavéné komparatory referencniho zdroje 200 mV pro uzivatelské nastaveni
Hodnota ochrany 3pictkového proudu MOS elektronky a schéma struktury obvodu jsou uvedeny na obrazku 9.7a.

PFi nastavovani hodnoty Spickové proudové ochrany ¢ty MOS elektronek je pro referencni navrh nasledujici

vypocetni vzorec: Hodnota Spi¢kové proudové ochrany MOS elektronky S1 je: Is1_peak=200mV#*(1+R26/R25)/

RS1, napriklad Obr. 9.7a Zobrazené parametry jsou: R26=10K, R25=10K, RS1=10mQ,

Is1_peak=200mV*(1+10K/10K)/10mQ=40A. Hodnota ochrany

Spickového proudu MOS elektronky S2 je: Is2_peak=200mV* (1+ R36/R30)/(RS2+RS5) Napfriklad parametry zobrazené na

obrazku 9.7a, R36=10K, R30=3.3K, RS2=10mQ, RS5=10mQ, Is2_peak=200mV*(1+10K/ 3.3K) /(10mQ+10mQ)=40A Hodnota

ochrany Spitkového proudu MOS elektronky S3 je: Is3_peak=200mV*(1+R33/R29)/RS3.

Napfriklad parametry zobrazené na obrazku 9.7a, R33=10K, R29=10K, RS3 =10m(Q, Is3_peak=200mV*(1+10K/

10K)/10mQ=40A Hodnota ochrany Spickového proudu MOS elektronky S4 je: Is4_peak=200mV*(1+R24/

R23)/(RS4+ RS5) Napriklad, jak je zndzornéno na obréazku 9.7 a Kdyz

zobrazené parametry jsou R36=10K, R30=3,3K, RS2=10mQ, RS5=10mQ, Is4_peak=200mV*(1+10K/3,3K)/(10mQ+10mQ ) = 40A

O
+400V S3
RS3
> 10mQ
T~ | EG8O025 — S2 EG8025 — 1S4
JEL“ 1%
e 14 RS2 Ve %W‘f—‘ RS4
200V ‘“‘\Tm‘ s 200 mv] 334s nE
10mQ l 10mQ
RS5
GND 10mQ
O

Obrazek 9.7a Cty¥i nezévislé obvody ochrany $pickového proudu MOS elektronky
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10. Vicestrojova aplikace

EG8025 podporuje aplikaci vicestrojovych méni¢u. Pouziva se hlavné pi paralelnim zapojeni jednofazovych méni¢u a tfifazovych &tyfvodi¢ovych ménich.Pri poutziti v aplikacich s vice stroji je implementovan predevsim

nasledujicimi 4 piny:  Pin 15-> Multi_INV je

kolik vyb&ru pro vice stroji. ,0” se pouZiva pro jeden méni¢ nebo hostitele pro aplikace s vice stroji a nevyZaduje vstup synchronizagniho signalu; , 1" se pouziva pro vice ménicd, coz mize realizovat jednofazovy

paralelni stroj nebo tfifazovy skupinovy t¥ifazovy invertor.

Kolik 12->Phase_SEL je vybér faze 0 stupriti/120 stupid, "0" je vybér 0 stupil sledovani, které muze realizovat paralelni nebo vicestrojovy provoz.
hostitelska aplikace; "1" znamena vybrat 120stupfiové sledovani, které muZe realizovat skupinovou t¥ifazovou invertorovou aplikaci. ~ Pin
17->VZC_IN je vstup fazového synchronizacniho signalu. Interni zpracovéni sledovani musi odpovidat nastaveni pinu 12.  Kolik 13->AC_FOUT je vystup synchronniho signalu
priichodu nulou. Spravnou konfiguraci vysokych a nizkych trovni téchto 4 pint muzete

realizovat paralelni provoz jednofazovych ménica a tfifazovych ¢tyfvodicovych ménici.Pro specifické aplikace se prosim podivejte na Obrazek 10.a a Obrazek 10.b.

10.1 Schéma paralelniho provozu jednofazového ménice
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Obrazek 10-a: Schéma paralelniho provozu jednofazového ménice
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10. Schematické schéma 2 skupin tfifazovych ctyrvodicovych ménicd
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Obr . Podrobnosti viz 400V_A a
GND_A na obrazku 10-b.

400V_B a GND_B jsou jedna skupina a 400V_C a GND_C jsou jedna skupina.Tyto tfi skupiny napajecich zdrojd sbérnice musi byt od sebe izolovany.

2019 © Yijing Microelectronics Co., Ltd. VSechna prava vyhrazena

www.EGmicro.com


http://www.egmicro.com/

Machine Translated by Google

4N
I‘J , Yi Jing Microelectronics Co., Ltd. Manual dat Cipu EG8025 V1.3

Cist& vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip

11.Testovaci rezim

Aby bylo moZné zvaZzit potiebu testovani parametr( a pracovnich podminek hardwarového obvodu pfi vyrobé nebo ladéni ménice, jako je testovani ovladace MOS a brany
Parametry ndb&zné hrany, sestupné hrany, obvod zpétné vazby operaéniho zesilovade atd. EG8025 poskytuje uZivatelim testovaci rezim pro ladéni hardwarovych obvodu.
Pripojenim pinu 8 (Test_Mode) EG8025 k 5V prejde EG8025 do testovaciho reZimu. V testovacim rezimu EG8025 pouze
Vystup SPWM smycky je deaktivovan a viechny ochranné funkce jsou neplatné.I kdyZ je napétova nebo proudova zpétna vazba abnormalni, nebude to mit vliv na vystup SPWM.

Nasledujici seznam uvadi srovnani nékolika kli¢ovych pind v testovacim rezimu a normalnim rezimu:

Funkeni kolik Limitni parametry v normalnim reZimu|Limitni parametry v testovacim reZzimu
VAC_FB Pin18 1,65V+1,35V 05v
IFB1P, IFB1N (Pin28, Pin29) 320 mv 05v
IFB2P, IFB2N (Pin24, Pin25) 320 mv 05v
IFB_IN (Pin78) 0,5V 05v
TFB1 (Pin9) 33V 05v
TFB2 Pin10 33V 05v
>2,8V
VDC-IN (Pin11) nebo 05v
<1,8V
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12. Komunikacni funkce (UART)

12.1 Popis sériového portu

Konfigurace sériové

Komunika¢ni

ho portu: (9600.8.N.1)
Prenosova rychlost:
9600 Datové bity: 8
bitd Paritni bit:

Zadny stop bit: 1

funkce: Funkce sériové komunikace je rozdélena do dvou ¢asti: funkce APP a funkce CFG. Funkce APP je béZnou funkci aplikace, veetné funkce Cipu, ktery aktivné

odesila stavové zpravy a prijima externi Fidici prikazy. Funkce CFG je pokrocila konfiguracni funkce, ktera predevsim implementuje konfiguraci pracovniho rezimu ¢ipu,

kalibraci parametr a dal3i funkce. Funkce APP se obvykle pouZiv4, kdyz je invertorovy systém v provozu, zatimco funkce CFG se obvykle pouZziva, kdyz je invertorovy systém

zastaven. Parametry nakonfigurované pomoci funkce CFG se uloZi do prostoru FLASH uvnitF ¢ipu a automaticky se nactou pfi zapnuti ¢ipu.

12.2 Funkce APP

Funkce APP je béZnou funkci aplikace, véetné funkce Cipu, ktery aktivné odesila stavové zpravy a pfijima externi Fidici prikazy. Funkce APP jsou obvykle

Kdy? aplikace pracuje v invertorovém systému, pokracuje v odesilani stavovych zprév ven, pfijima externi pfikazy v redlném case a provadi odpovidajici fidici operace.

12.2.1 Odeslani zpravy APP

Po zapnuti ¢ipu bude pokraovat v odesilani stavovych zprav ven v intervalech 200 ms o délce 16 bajt(i. Zprava o stavu:

Stavova zprava (odesilana kazdych 200 ms)

BYTEO zahlav]

0x55

BYTE1 vystup

Ini napéti vysoky bajt

Nizky bajt vy

tupniho napéti BYTE2

Vystupni napéti: Udaje o napéti jsou reprezentovéany 2 byty a minimalni rozliseni je 0,1 V.
PFiklad: [0x08,0xCF] pouziva k vyjadieni napéti dva hexadecimalni zapisy. KdyZ je 0x08 prevedeno na desitkovy zapis, je to 8.
OxCF prevedené na desitkové je 207, desetinna hodnota dat je 8%256+207=2255,

Vysledné napéti V=2255*0,1V=225,5V.

BYTE3 vystup

Ini proud vysoky bajt

Nizky bajt vy

tupniho proudu BYTE4

Vystupni proud: Aktualni data jsou reprezentovana 2 byty a minimalni rozlideni je 0,01A.
Priklad: [0x02,0xCF] pouZziva k vyjadreni napéti dva hexadecimalni zapisy. 0x02 je pfevedeno na desitkovy zapis a je 2.
OxCF prevedené na desitkové je 207, desetinna hodnota dat je 2%256+207=719,

Vysledny proud I=719*0,01A=7,19A.

BYTES vstup:

i napéti vysoky bajt

Nizky bajt vst

upniho napéti BYTE6

Vstupni napéti: Udaje o napéti jsou reprezentovény 2 byty a minimalni rozlieni je 0,1 V.
Priklad: [0xOE,0x83] pouZziva k vyjadieni napéti dva hexadecimalni zapisy. Kdyz je OxOE pFevedeno na desitkovy zapis, je to 14.
0x83 prevedené na desitkové je 131 a desetinna hodnota dat je 14%256+131=3715.

Vysledné napéti V=3715*0,1V=371,5V.
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BYTE7 rezervovano rezervovat

BYTE8 rezervovano rezervovat

Teplota IGBT: Udaje o teplot& jsou 1 bajt, &islo se znaménkem a minimalni rozliZeni je 1°C.
Teplota BYTH9 IGBT PFiklad: [0x16] pFevedené na desetinné &islo je 20, teplota = 20°C

[OxF0] prevedeno na desetinné ¢islo je -16, teplota = -16°C

chybovy kéd:

0x00: nedefinovéno

0x01: Ochrana proti pretizeni

0x02: Ochrana proti zkratu

0x03: Vystupni podpétova ochrana
0x04: Pfepétova ochrana DC sbérnice
Chybovy kéd[BYTET0 0x05: Napéti DC sbérnice je pFilis nizké
0x06: Chyba faze

0x07: Teplotni ochrana

0x08: Nadproudové ochrana

0x09: Nesoulad frekvence

0x0A: Otacky motoru jsou prilis nizké

0x0C: Vypnéte teplotu

vystupniho ménice: udaj o teploté je 1 bajt, ¢islo se znaménkem a minimalni rozliseni je 1 °C.
Okolni teploth BYTE11 PFiklad: [0x16] pFevedené na desetinné &islo je 20, teplota = 20°C

[0xFO] pFevedeno na desetinné &islo je -16, teplota = -16°C

Vystupni vykon: Udaje o vykonu jsou reprezentovany 2 byty a minimalni rozlideni je 1W.
BYTE12 vystypni vykon vysoky bajt

PFiklad: 0x06. 0x40 pouZiva k vyjadieni napéti dva hexadecimalni zapisy. 0x06 je prevedeno na desitkovy zapis a je 6.

0x40 se prevede na desitkové Cislo 64 a desetinna hodnota dat je 6*256+64=1600.
Nizky bajt vystupniho vykonu BYTE13
Vysledny vykon P=1600*1W=1600W.

Kontrola cyklické redundance je CRC16=f(X16+X15+X2 +1).Provedte
BYTE14 CRC kontrola horniho bajtu
operaci CRC16 na prvnich 14 bytech BYTEO-BYTE13, BYTE14=vysoky bajt vysledku kontroly,

BYTE15=nizky bajt vysledku kontroly.
BYTE15 CRC kontrola nizkého bajtu

12.2.2 Pfijem zprav APP

Cip mUze prijimat 2 zpravy APP. Vypnuti stfidace: Po
obdrZeni zpravy o vypnuti stfidace se vypne vystup stfidace. Start invertoru:

Po obdrZeni zpravy o startu invertoru je chybovy stav vymazan a vystup stfidace je spustén.

Délka zpravy je také 16 bajtd a ¢asovy limit pro pfijem je 50 ms. To znamena, Ze kdyZ jsou data odesilana externg, ¢asovy interval mezi dvéma bajty by mél byt mensi nez 50 ms. Pokud
prekro¢i 50 ms, mé se za to, Ze aktualni zprava ma Za Gcelem zlep3eni efektivity komunikace, dvé slova Casovy interval mezi sekcemi méize byt co nejmensi. Casovy interval mezi dvéma skupinami

zprav by mél byt vétsi nez 50 ms. Aby nedochéazelo k pfijimani zkomolenych ramct, doporutuje se, aby €asovy interval mezi dvéma skupinami zprav byl vétsi nez 100 ms.
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Invertor je vypnuty (¢asovy limit 50 ms pro pfijem)

Prikazové p

ple BYTEO 1

OxOF

Prikazové p

ple BYTE1 2

OxFO

Prikazové p

ple BYTE2 3

O0x5A

Prikazové p

ble BYTE3 4

0x36

BYTE4

BYTES

BYTE6

BYTE7

BYTES8

BYTE9

BYTE10

BYTE11

BYTE12

BYTE13

BYTE14 CR(

kontrola horniho bajtu

BYTE15 CR(

kontrola nizkého bajtu

Kontrola cyklické redundance je CRC16=f(X16+X15+X2+1),
provedte operaci CRC16 na prvnich 14 bytech BYTEO-BYTE13, BYTE14=vysoky baijt vysledku kontroly,

BYTE15=nizky bajt vysledku kontroly.

Zpréva o spus

téni ménice:

Stridac zapnuty (¢asovy limit 50 ms pro pfijem)

Prikazové p

ple BYTEO 1

0x7D

Prikazové p

ble BYTE1 2

0xD7

Prikazové p

ple BYTE2 3

OxFE

Prikazové p

pble BYTE3 4

O0xDA

BYTE4

BYTES

BYTE6

BYTE7

BYTE8

BYTE9

BYTE10

BYTE11

BYTE12

BYTE13

BYTE14 CR(

kontrola horniho bajtu

BYTE15 CR(

kontrola nizkého bajtu

Kontrola cyklické redundance je CRC16=f(X16+X15+X2+1), provedte
operaci CRC16 na prvnich 14 bytech BYTEO-BYTE13, BYTE14=vysoky bajt vysledku kontroly,

BYTE15=nizky bajt vysledku kontroly.
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Funkce CFG je pokrotila konfiguraéni funkce, ktera predevsim implementuje konfiguraci pracovniho reZimu Cipu, kalibraci parametrd a dal3i funkce. Funkce CFG se obvykle
pouziva, kdyz je invertorovy systém ve vypnutém stavu. Parametry nakonfigurované pomoci funkce CFG se uloZi do prostoru FLASH uvnitF ¢ipu a automaticky se nactou pri zapnuti
Cipu.

Funkce CFG vyZaduje odeslani zpravy externiho poZadavku a €ip odpovi na sluzbu poZadavku a

odpovi zpravou s odpovédi. Odesilani i prijem pouZivaji pevnou délku 16 bajtd.Zprava zacina ASCII kédem 'E', 'G' a kon¢i CRC16. Aby bylo mozZné
odlisit zpravu APP a zpravu CFG, vysledek kontroly CRC je mirné odlidny.Vysledek kontroly CRC zpravy APP = f(X 16+X15+X2 +1). Viysledek kontroly CRC

zpravy CFG je ekvivalentni pFidani 1 ke kontrole APP, tj. vysledek kontroly zpravy CFG = f(X 16+X15+X2 +1)+1.

Format zprévy pozadavku CFG:

Zprava pozadavku CFG (¢asovy limit 50 ms pro pfijem)

BYTEO z&hlgvi 1 0x45 - 'E'

BYTE1 zahlgvi 2 0x47 - Obsah

BYTE2 ID slfizby (SID) sluzby 'G' pozadovany hostitelem

Podfunkce (sfun)/adresa (addr)
BYTE3 Dilci funkce nebo adresa v rdmci aktudlIni sluzby

Data poZadavku BYTE4 1

Data poZadpvku BYTES 2

Data poZadpvku BYTE6 3

Data poZadpvku BYTE7 4

Data poZadavku BYTE8 5

Data poZadavku BYTE9 6

Data poZadpvku BYTE10 7

Data poZadpvku BYTE11 8

Data poZadpvku BYTE12 9

Data poZadpvku BYTE13 10

Kontrola cyklické redundance je CRC16=f(X16+X15+X2+1)+1. Provedte
BYTE14 CR{ kontrola horniho bajtu
operaci CRC16 na prvnich 14 bytech BYTEO-BYTE13, BYTE14=vysoké slovo vysledku kontroly

sekce, BYTE15=nizky bajt vysledku kontroly.
BYTE15 CR({ kontrola nizkého bajtu

Formét zpravy odpovédi CFG:

Zprava pozadavku CFG (¢asovy limit 50 ms pro pfijem)

BYTEO zahlgvi 1 0x45 - 'E'

BYTE1 zahlgvi 2 0x47 -'G'

BYTE2 ID sl{izby (SID) Kédovani sluzby CFG pozadované hostitelem

Podfunkce BYTE3 (sfun)/podfunkce adresy nebo a1dresa v rdmci aktualni sluzby
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(addr)

Data odezvy| BYTE4 1

Data odezvy BYTE5 2

Data odezvy| BYTEG6 3

Data odezvy| BYTE7 4

Data odezvy|BYTE8 5

Data odezvy| BYTE9 6

Data odezvy| BYTE10 7

Data odezvy| BYTE11 8

Data odezvy|BYTE12 9

Data odezvy| BYTE13 10

Kontrola cyklické redundance je CRC16=f(X16+X15+X2+1)+1
BYTE14 CRC|kontrola horniho bajtu
Provedte operaci CRC16 na prvnich 14 bajtech BYTEO-BYTE13, BYTE14 = vysoké slovo vysledku kontroly

sekce, BYTE15=nizky bajt vysledku kontroly.
BYTE15 CRC|kontrola nizkého bajtu

Sluzba 0x22 je sluzba ¢teni DID. V DID jsou uloZeny konfiguraéni parametry systému, informace o verzi atd. Vyzadanim sluzby 0x22 hostitel
Lze cist konfiguracni parametry a obsah indikatoru verze ipu.

Zprava pozadavku hostitele 0x22:

ByteO Byte1 Bytep Byte3 Byte4 Byte3 Byte6 Byte7 Byte8|Byte9 Byte10 Byte]1 Byte12 [Byte13 Byte14 Byte1|5

0x45 0147 0x22 gddr CRC16

addr je adresa DID a rizné adresy ukladaji rizné informace DID.

Odpovéd ze stroje:

ByteO Byte1 Bytep Byte3 Byte4 Byte3 Byte6 Byte7 Byte8|Byte9 Byte10 Bytel1 Byte12 [Byte13 Byte14 Byte1|5

0x45 0147 0x22 gdr d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 CRC16

Pokud slave odpovi, Ze d1~d10 jsou vSechny OxFF, znamena to, Ze ¢teni DID selhalo.

SluZba 0x2E je sluzba DID pro zapis. VyZadanim sluzby 0x2E muZe hostitel zapisovat konfiguragni parametry a informace o verzi na Cip.

Zprava pozadavku hostitele Ox2E:

ByteO Byte1 Bytep Byte3 Byte4 Byte3 Byte6 Byte7 Byte8|Byte9 Byte10 Byte]1 Byte12 [Byte13 Byte14 Byte1|5

0x45 0147 Ox2E gdr d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 CRC16

addr je adresa DID a rizné adresy ukladaji riizné informace DID.

Odpovéd ze stroje:

ByteO Byte1 Bytep Byte3 Byte4 Byte3 Byte6 Byte7 Byte8|Byte9 Byte10 Byte]1 Byte12 [Byte13 Byte14 Byte1|5

0x45 0347 0x2E gdr resp CRC16
resp = 1: zépis byl Uspésny
resp = 0: zapis se nezdafril
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Informani tabulka DID
ADDR DELAL W/R TYP OBJEKTIVY popsat
Tento DID Ize zapsat s datem vyroby kompletniho stroje, jako je 15. Fijna 2019:
d1=0x20
oo | M| abeo d2=0x19
d3=0x10
d4 =0x15
Toto DID Ize zapsat do sériového &isla kompletniho stroje, napF. 21. tyden 2019 vyrobeného tovarnou HS.
Produkt ¢. 0001: "HS19210001"
d1="H'
d2="s'
d3="1"
ASCI | d4="9'
Ox0A Sériové Cislo § 10
ja d5="2'
a6 ="1"
d7="0'
d8="0'
do='0
d1o0="1"'
OXO0B PartNo ; 10 ASCI | TotoDID predstavuje model tipu:
ja "EG8025
Toto DID obsahuije ID &ipu, které je jedinetné pro kazdy &ip:
Napfiklad: 0x0123456789ABCDEF0123
d1=0x01
d2 =0x23
d3 = 0x45
0x0C ChipID r 10 hex 04.= 0467
d5 = 0x89
d6 = OxAB
d7 = 0xCD
d8 = OxEF
d9 = 0x01
d10 =0x23
0x0D UsartVer . 10 ASCI Cislo verze protokolu sériové komunikace, napfiklad V1.0 vydané 15. fijna 2019:
ja "1.0.191015"
OXOE SoftwareVe ; 10 ASCI | Cislo verze firmwaru &ipu, napiiklad verze V2.1 vydana 15. fijna 2019:
r ja "2.1.191015"
OXOF HardwareVe ; 10 ASCIL | Cislo verze hardwaru ¢ipu, napfiklad verze V3.2 vydana 15. Fijna 2019:
r ja "3.2.191015"
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Sluzba 0x2F je sluzba fizeni I0. Pozadanim o sluzbu 0x2F mdZze hostitel ovladat Cip, aby pracoval ve specialnim stavu, jako je testovaci rezim atd.

Zprava pozadavku hostitele Ox2F:

ByteO Byte1 Bytep Byte3 Byte4 Byte3 Byte6 Byte7 Byte8|Byte9 Bytle10 Byte]1 Byte12 [Byte13 Byte14 Byte1

0x45 01347 Ox2F pobavit ctl d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 do d10 CRC16
sfun je jina dil¢i funkce IO sluzby a ctl je Fidici slovo pod aktudlni dil¢i funkci.

Odpovéd ze stroje:

ByteO Byte1 Bytep Byte3 Byte4 Byte3 Byte6 Byte7 Byte8|Byte9 Bytle10 Byte]1 Byte12 [Byte13 Byte14 Byte1

0x45 0347 0x2F pobavit resp CRC16
resp = ctl: Zadost byla Uspé3na

resp = OxFF: PoZadavek se nezdafil

Tabulka funkci ovladani 10:

Tabulka funkci ovladani 10

0x02

0x00 Vystuy

uzaviené smycky obvodu invertoru

0x03 Vystup

FPWM s otevienou smyckou invertorového okruhu
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Cisté vyhrazeny sinusovy invertorovy ¢ip

13. Velikost baleni

13.1LQFP80

g i MILLIMETER
MIN NOM MAX
F A - — | 160
Al (005 | — | 01s
o A2 135 | 140 | 145
A3 [ 059 | 064 | 0.69
D - b 018 | _ | 026
DI ) bl 0.17 | 020 | 023
60 4| c 013 _ [oa7
REAARAAARARAARARARAE [ [T o 012013014
el Emi | D [13501400 | 1420
= = DI 11.90] 12.00 | 12.10
= — E 13.80 | 14.00 | 1420
E E El 11.90] 12.00 | 12,10
=] = DETAIL:F eB 1305 — [1325
= = El E € 0.50BSC
= = b L [o4s] os0]07s
= o bk LI 1.00REF
= £2 | / | [ N
»= O i Buami:/ \ ﬁl
IHHHHHHHEI_”HHHHHHH}HHEO 1 "W PLATING
1
Llag cdl g -38 SECTION B-B
13.2QFN70
TOP VIEW SIDE VIEW BOTTOM VIEW —
L o S/ mm
, | 40 [ L 2
IE%B]. Ig'l U‘H)L' . H £ @ TR | RME | REM | Gkl
SYMBOL MIN NOMINAL MAX
A 070 | 075 | 080
Al E 002 | 005
0 N A2 0.203 REF
- o 015 | 020 | 025
» g - bl 015 REF
. T/ ] D 850 | 500 | 9.0
&2 3 s 02 610 | 620 | 630
R - € e 0.40 BSC
22 120 BSC
Nl 6.80 BSC
=) Ne 7.60 BSC
" E 890 | 9.00 | 9.0
E2 610 | 620 | 630
£3 710 | 7.20 | 7.30
SIDE VIEW TR K T [ 045 | 050 | 055
i T h 030 | 035 | 040
@]IJ Ml'l_' K 030 | 040 | 050
K2 130 | L40 | 150
P I l LF R+ 258x78
k¥ 1
Al A2
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